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COMMISSION ELECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

. DISPOSITIFS A SEMICONDUCTEURS -
METHODES D'ESSAIS MECANIQUES ET CLIMATIQUES -

Partie 20: Résistance des CMS a boitier plastique a I’effet combiné
de I'humidité et de la chaleur de soudage

1) La CQEI (Commission Electrotechnique Internationale) est une organisation alisation

comgosée de l'ensemble des comités électrotechniques nationaux (Comités nati . la CEIl a
pour |objet de favoriser la coopération internationale pour toutes les quest{ons i Hans les
domdines de I'électricité et de I'électronique. A cet effet, la CEl, 3 Normes
interpationales. Leur élaboration est confiée a des comités d'études, aux tfavaux desqgel itg national

intérgssé par le sujet traité peut participer. Les organisations interngtionalé et non
gouvernementales, en liaison avec la CEl, participent également 2 oitement
avec|l'Organisation Internationale de Normalisation (ISO), bntre les
deux|organisations.

ésentent, dans la mesure

2) Les décisions ou accords officiels de la CEl concernant les g
S ités nationaux irtéressés

du p¢ssible un accord international sur les sujets étudiés,
sont feprésentés dans chaque comité d’études.

3) Les flocuments produits se présentent sgus i internationales. lls sonf publiés
comme normes, spécifications technique technigues\ou guides et agréés comme tels| par les
Comités nationaux.

4) Dans|le but d'encourager l'unification interndtionale, les\Coiités\qationaux de la CEIl s'engagent a appliquer de

facor| transparente, dans toute la mesure possiplexles, Norimes internationales de la CEl dans leurg normes
&gi . i e nor la CEIl et la norme nationale ou fégionale

natio

corre airs dang cette derniere.
5) La CE b Rarquage) comme indication d’approbation et sa respgnsabilité
n'es \ ri 3 sfarrie a 'une de ses normes.

6) L’attq v ements de la présente Norme internationale peuyent faire
I’obj i iété de droits analogues. La CEl ne saurait étre tenue pour
resq VYT ifig de els dxoits de propriété et de ne pas avoir signalé leur existence.

La Nor i iona 50749-20 a été établie par le comité d'études 47 de |a CEl:
Dispos i

Le text : 3¢ esgai est reproduit de la CElI 60749 Ed.2, chapitre 2, pargdgraphe
2.3 sarls i \ , par conséquent, pas été soumis au vote une seconde foi et est
toujourp i i

FDIS Rapport de vote

47/1574/FDIS 47/1576/RVD

Le rapport de vote indiqué dans le tableau ci-dessus donne toute information sur le vote ayant
abouti a I'approbation de cette norme.

Cette publication a été rédigée selon les directives ISO/CEI, Partie 3.

Chaque méthode d'essai régie par la CEl 60749-1et faisant partie de la série est une norme
indépendante, numérotée CEI 60749-2, CEI 60749-3, etc. La numérotation de ces méthodes
d'essai est séquentielle et il n'y a pas de relation entre le numéro et la méthode d'essai (c’est-
a-dire pas de regroupement de méthodes d'essais). La liste de ces essais sera disponible sur
le site Internet de la CEl et dans le catalogue.
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INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

SEMICONDUCTOR DEVICES -
MECHANICAL AND CLIMATIC TEST METHODS -

Part 20: Resistance of plastic-encapsulated SMDs to
the combined effect of moisture and soldering heat

FOREWORD

1) The EC (International Electrotechnical Commission) is a worldwide organization fgr stan i mprising
all national electrotechnical committees (IEC National Committees). The obje i promote
interpational co-operation on all questions concerning standardization in the € ields. To
this ¢nd and in addition to other activities, the IEC publishes Internatignal ration is
entrusted to technical committees; any IEC National Committee inter vith may
partigipate in this preparatory work. International, governmental and.noncgovernmgnt iZzation$ liaising
with |[the IEC also participate in this preparation. The i rnational
Orgahization for Standardization (ISO) in accordance with conditio e k ¢ veen the
two grganizations.

2) The formal decisions or agreements of the IEC on techrical /m 5 sible, an

intefnational consensus of opinion on the relevant subjects\since gach*technical™sgmmittee has repregentation
fron] all interested National Committees.

3) The documents produced have the form oKrecomm (i i 2 the form
of standards, technical specifications, technica 3 ) I National
Conjmittees in that sense.

4) In orfer to promote international unificatign, S rnational
Starjdards transparently to the maximu i rds. Any

divefgence between the IEQ i le clearly
indi¢ated in the latter.

5) The |EC provides no ma b for any
equipment declared to

6) Attention is drawp’ tovt P subject
of ppatent rights.

Internafional Sta ee 47:

Semicqnductg

The te i method is reproduced from IEC 60749 Ed.2, chapter 2, subclalise 2.3

without based

on the following<documents:

FDIS Report on voting
47/1574/FDIS 47/1576/RVD

Full information on the voting for the approval of this standard can be found in the report on
voting indicated in the above table.

This publication has been drafted in accordance with the ISO/IEC Directives, Part 3.

Each test method governed by IEC 60749-1 and which is part of the series is a stand-alone
document, numbered |IEC 60749-2, IEC 60749-3, etc. The numbering of these test methods is
sequential, and there is no relationship between the number and the test method (i.e. no
grouping of test methods). The list of these tests will be available in the IEC Internet site and
in the catalogue.


https://iecnorm.com/api/?name=75d9bf90c682fe9fe830459f48872cbb

-6- 60749-20 © CEI:2002

La mise a jour de toute méthode d'essais individuelle est indépendante de toute autre partie.

Le comité a décidé que le contenu de cette publication ne sera pas modifié avant 2007.
A cette date, la publication sera

* reconduite;

* annulée;
* remplacée par une édition révisée, ou encore
* modifiée.

Le contenu du corrigendum d’aolt 2003 a été pris en considération dans cet exemplaire.

@%
o
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Updating of any of the individual test methods is independent of any other part.

The committee has decided that the contents of this publication will remain unchanged until
2007. At this date, the publication will be

* reconfirmed;

* withdrawn;

* replaced by a revised edition, or
+ amended.

The contents of the corrigendum of August 2003 have been included in this copy.

@%
o
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INTRODUCTION

Les activités du groupe d'études 2 du comité d'études 47 de la CEl comprennent I'élaboration,
la coordination et la révision des essais climatiques, électriques (pour lesquels seules les
conditions électriques, de verrouillage et d'ESD sont prises en compte), mécaniques et les
techniques d'inspection associées, requises pour assurer la qualité et la fiabilité pour la
conception et la fabrication des semiconducteurs.

@%
o
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INTRODUCTION

Activity within IEC technical committee 47, working group 2, includes the generation,
coordination and review of climatic, electrical (of which only ESD, latch-up and electrical
conditions for life tests are considered), mechanical test methods, and associated inspection
techniques needed to assess the quality and reliability of the design and manufacture of
semiconductor productors and processes.

@%
o
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, DISPOSITIFS A SEMICONDUCTEURS -
METHODES D'ESSAIS MECANIQUES ET CLIMATIQUES -

Partie 20: Résistance des CMS a boitier plastique a I’effet combiné
de 'humidité et de la chaleur de soudage

1 Domaine d'application et objet

La prés
sitifs discrets et circuits intégrés).

Cette méthode d'essai fournit des moyens d'évaluer la résistance\a la budage

NOTE Cet essai est identique a celui figurant en 2.3 du chapitre 2 dé E ht 2 sauf
I'ajout dg <

2 Réfgrences normatives

Les ddcuments de référence suivan - indi 3 brésent
document. Pour les références datées, seule 'editi i s’applique. Pour les références
non da e s'applique (y compris les éventuels
amendements).

CEI 60p68-2-20:1979,

CEI 60y49-3, Dispuwsitifs a j 3 Méthodes d'essais mécaniques et climatjques —
Partie B: Exame@./ 4

Des craquel Gl et des défaillances électriques des CMS a boftier plastique
peuvent, /appa ;JZur de
'humidjité~s hE ¢ CMS lors du stockage. Ces problémes sont évalués. La pfésente

méthode d’essai) consisté a évaluer la résistance a la chaleur des CMS aprés les avoir
plongés dapstunmiliey simulant 'humidité absorbée lors du stockage en magasin ou dans un
embaIITge avec dessSicant.

4 Appareillage d’essai et matériaux

a) Chambre d’humidité

La chambre d’humidité doit créer un environnement respectant la température et
I’lhumidité relative définies au point c) de l'article 5.

b) Appareillage de brasage par fusion

Les dispositifs de brasage par fusion par convection infrarouge, par convection et en
phase vapeur doivent fournir des profils de températures conformes aux conditions de
chaleur de soudage définies aux points d)1) et d)2) de l'article 5. Les réglages du
dispositif de brasage par fusion doivent étre réalisés a I'aide des profils de températures
de la surface supérieure du composant, mesurées conformément a la figure 1, pendant
que le spécimen est soumis a la chaleur de soudage.
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SEMICONDUCTOR DEVICES -
MECHANICAL AND CLIMATIC TEST METHODS -

Part 20: Resistance of plastic-encapsulated SMDs to
the combined effect of moisture and soldering heat

1 Scope and object

This pelart of IEC 60749 applies to semiconductor devices (discrete deyices
circuits|).

d_integrated

This te blastic-

NOTE This test is identical to the test method contained in 2.3 of cha , dment 2,
apart frop the addition of this clause and clause 2 and the subsequent r

2 Ndrmative references

ument.

The fo:llowing referenced documents
edition

For da
of the referenced document (including any

IEC 60

IEC 60

3 Ggdneral de@?

Part 3:

Packade cracking ang when
soldering heat raises\ths SMDs
during |storage. These \prob are assessed. In this test method, SMDs are evaluated for
heat resis e i goaked in an environment which simulates moisturg being

absorbgd

4 Tept apparatus and materials

a) Humidity chamber

The humidity chamber shall provide an environment complying with the temperature and
relative humidity defined in item c) of clause 5.

b) Reflow soldering apparatus

The infra-red convection, the convection and the vapour-phase reflow soldering apparatus
shall provide temperature profiles complying with the conditions of soldering heat defined
in items d)1) and d)2) of clause 5. The settings of the reflow soldering apparatus shall be
adjusted by temperature profiling of the top surface of the specimen while it is undergoing
the soldering heat process, measured as shown in figure 1.
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Adhésif ou ruban mince

Puce \ @ <¢—— Thermocouple

Broches
Résine

Support

‘ ‘ IEC 1746/01

NOTE Il convient que I’adhésif ou le ruban mince posséde une bonne conductivité thermique.

c)

Figure 1 — Méthode de mesure du profil de température d'un gomposant

Sugport
Sadf indication contraire dans la spécification applicable, on p& support
n'importe quel matériau de circuit tel que la fibre de verre épgxy hposant
doif| étre placé sur le support selon les méthodes habituelles ée ala
figure 1. Si la mise en place du composant, selon la fig hent de
forn es ultérigures, il
est bt cette
poskibilité
App
Les i z i x/conditions données au point
d)3 i itber une
vag
Sol
Le
Flu
SaJf précision con masse
25 Vo de col nexe C
de [a CEI 600
Maftériau de soud
Il e$ iée dans
I'an
Pr
Mes
1)

L1l faut

étre part|cuI|erement atten’uf aux flssures externes et aux gonflements a rechercher
sous un grossissement de 40x.

2 Mesure électrique

Les essais électriques doivent étre réalisés selon les prescriptions de la spécification
applicable.

3) Contrdle interne par tomographie acoustique

Sauf précision contraire dans la spécification applicable, les fissures et déstratifications
internes du composant doivent étre contrblées par tomographie acoustique selon
Ilannexe A.

Séchage

Sauf précision contraire dans la spécification applicable, le composant doit étre étuvé
a 125 °C = 5 °C pendant au moins 24 h.
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NOTE The adhesive agent or thin tape should have good thermal conductivity.

c)

b)

Adhesive agent or thin tape

Die \ é <¢+— Thermocouple

Holder

IEC 1746/01

Figure 1 — Method of measuring the temperature profile ¢

Holder

Unless otherwise detailed in the relevant specification, any boarthiyate i epoxy
fibreglass or polyimide, may be used for the holder. Thé on the
holder by the usual means and in a position as showh\| N ition] of the
specimen, as shown in figure 1, necessitates ¢ ' inatioghs and
resyilts in subsequent electrical measurement anomgah 8 iti [ anging

the|shape of terminations may be chosen, elevant

spegification.
Waye-soldering apparatus

The
Molten solder shall usually be flowed.

huse 5.

Solyent for vapour-phas
Perfluorocarbon (p
Flu
Unlpss othe@
weight of colo

of IEC 60068-2-20
Solder

5 % by
endix C

Solder of.

Proc

Initial measiive
1) Misual inspection

L . ' H P O o740 2 bhall L £ aA b of + t t
vVIiSuUdadr TSP TULTIUIT, aS SPTULITTU 1T TE U UUTHI=O, STdil VT PTTTUTTITCU UTTOUTT U e eslt.

Special attention shall be paid to external cracks and swelling, which will be looked for
under a magnification of 40x.

2) Electrical measurement
Electrical testing shall be performed as required by the relevant specification.
3) Internal inspection by acoustic tomography

Unless otherwise detailed in the relevant specification, internal cracks and
delamination in the specimen shall be inspected by acoustic tomography in accordance
with annex A.

Drying

Unless otherwise detailed in the relevant specification, the specimen shall be baked at
125 °C £ 5 °C for at least 24 h.
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c) Absorption d’humidité

Sauf précision contraire dans la spécification applicable, les conditions d’absorption
d’humidité doivent étre sélectionnées selon la méthode d'emballage du composant
(voir B.1.1 ). Si I'étuvage du composant avant le soudage est recommandé dans la
spécification applicable, le composant doit étre soumis a I'’étuvage au lieu de I'absorption
d’humidité.

1) Absorption d’humidité pour CMS sous emballage avec dessicant

Pour les CMS sous emballage avec dessicant, les conditions d’absorption d’humidité
spécifiées dans la méthode A, tableau 1, ou la méthode B, tableau 2 peuvent étre
utilisées. Pour les CMS sous emballage avec dessicant, le conditionnement pour
absorption d'humidité comprend deux phases. La premiére phase est destinée a
Simuler l'absorption d humidiié du CMS avant Touveriure d ballagé avec
dessicant ou de I'armoire séche. La seconde phase de condition ise\&simuler
allage
avec dessicant en vue du soudage (environnement non prote itionhement
pour absorption d’humidité pour les CMS sous emballage i bit étre
s5électionné a partir de la méthode A ou B. La méthode 7 i ihsée Jorsque

3 i he est
oit étre
Brmoire

spécifiée par le fabricant comme se situant entre 16
utilisée lorsque I'humidité relative dans I'emballag

) Méthode A

Sauf précision contraire essaire
d’exécuter la premiére phs eau 1.
Ultérieurement, il est nécessai : nement
A2 indiquée au tableau 1, n de la

Conditions de
stockage autorisées
dans I’emballage avec
dessicant et dans
I’armoire séche

Conditions|de
stockage ¢n
environnement non
protégé

Conditions :

N\

Premiene phasg de
conditionneme

” <30 °C, 30 % HR, 1 an -
PN 168 % h

x 86 2\2) °C. (30 * 5) % HR,
1

\ Jg}o +2)°C, (70 £ 5) % HR,
Secondp phasedé J*| a - <30 °C, 70 % HR, 168 h
conditiohnement 168 24 h
-0

HR: Humnidité’ relative.

NOTE 1 La premiére phase de conditionnement représente les conditions de stockage dans I'emballage avec
dessicant et dans I'armoire séche, ainsi que I'augmentation de I’humidité relative dans I'’emballage avec dessicant
suite au ré-emballage des CMS chez le distributeur et lors du contréle d’entrée de I'utilisateur. Lorsque la condition
A1 est appliquée, les CMS doivent étre emballés dans un sachet étanche a I’humidité avec des réglettes a circuits
intégrés et des dessicants dans les quelques semaines qui suivent le séchage. lls peuvent alors étre soumis a des
ouvertures temporaires multiples du sachet étanche a I’humidité (pendant plusieurs heures chaque fois). Le ré-
emballage et le contréle des CMS sont possibles tant que I'indicateur d’humidité dans I'’emballage avec dessicant
indique moins de 30 % d’humidité relative, étant donné que les CMS récuperent I'état initial de I’humidité absorbée
dans les quelques jours qui suivent le ré-emballage. Dans ce cas, la mesure du taux d’humidité des CMS
(voir article B.2 ) n’est pas nécessaire en tant que contréle d’humidité de I'emballage avec dessicant. Une
vérification de I'indicateur d’humidité est suffisante pour le contréle d’humidité.

NOTE 2 Lorsque la premiere phase de conditionnement pour absorption d’humidité n’aboutit pas a une
saturation, le temps d’absorption doit étre étendu a 336 h, car les CMS dans un emballage avec dessicant ou une
armoire séche deviennent saturés par 'humidité accumulée au cours d’'un stockage de longue durée. Le temps
d’absorption d’humidité est réduit lorsque la saturation est atteinte lors de la premiére phase de conditionnement.
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c) Moisture soak

Unless otherwise detailed in the relevant specification, moisture soak conditions shall be
selected on the basis of the packing method of the specimen (see B.1.1). If bak
specimen before soldering is detailed in the relevant specification, the specimen shall be
baked instead of being subject to moisture soak.

1)

Moisture soak for dry-packed SMDs

Moisture soak conditions for dry-packed SMDs may be used as specified in me
table 1, or method B, table 2. Moisture soak conditioning for dry-packed
consists of two stages. The first stage of conditioning is intended to s

ing the

thod A,
SMDs
imulate

moisturizing SMDs before opening the dry pack/dry cabinet. The second stage of
conditioning is to simulate moisturizing SMDs during storage after opening the dry

pack Tor soldering (floor Tife). Moisture soak conditioning for dry-p SMDs, shall be
selected from method A or B. Method A shall be used when the relative ity in the
dry pack or dry cabinet is specified by the manufacturer as b % and
30 %. Method B shall be used when the relative humidity in cabinet
s specified by the manufacturer as being below 10 %.
) Method A
Unless otherwise detailed in the relevant hge of
conditioning A1, as shown in table 1, shall ently, the second
stage of conditioning A2, as shown in table i 4 h of
finishing the first stage of conditioning
Table 1 — Moisture soak @Qa s for
L i Moisture so Condition of
Condition i .
conditions Q floor life
First-stage (85 %.2) \3\((30 + 5)
conditjoning A1 168 2 <30 °C, 30 % RH, 1 year -
Seconfi-stage 0 + 2)
conditfoning 2 - <30 °C, 70 % RH, {168 h
RH: Rélative humiqf{y\
NOTE 1 represents storage conditions in the dry pack and the dry capinet, as
well as | the dry pack, by repacking the SMDs at the distributor's facility] and the
user's in When ondition A1 is applied, the SMDs must be packed into a moisture-proof|bag with
IC trays a few weeks of drying. They may then be subjected to multiple tgmporary
openingy bag (for several hours at a time). Repack and inspection of SMDs are |possible
while the humidity~Saqdicatyr in the dry pack indicates less than 30 % RH since SMDs will recover the initial
condition of absorbed sture within a few days of repacking. In this case, the moisture content meagurement
indicator

of SMDSL(see clause B.2 ) is not needed as a moisture control of the dry pack. A check of the moisture

is suffici
NOTE 2

nifor moisture control.

When moisture soak of the first-stage conditioning does not result in saturation, the soak time
is extended to 336 h, because SMDs in a dry pack or dry cabinet will become saturated with moisture during
long-term storage. When the moisture soak of the first stage of conditioning reaches saturation, the soak time
is shortened.
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Le conditionnement pour absorption d’humidité doit étre sélectionné dans le

tableau 2 selon

les conditions de stockage en environnement non protégé

précisées dans la spécification applicable (voir B.1.2.3 ).

Tableau 2 — Conditions d'absorption d'humidité pour CMS sous emballage
avec dessicant (méthode B)

Conditions globales depuis Conditions de stockage
Conditions Condltlo,ns d _al?s’orptlon I'étuvage jusqu'a I’emballage en environnement
d’humiditeé avec dessicant et son P
. non protégé
ouverture temporaire
30T 2] C (60X 9) % R,
B1 424 <30 °C, 60 % HR, 24 h <30(°C, 60°% HR, 168 h
19275 h
(30 £ 2) °C, (60 + 5) % HR,
B2 <30 °C, 60 % HR, 24 h
96 2* h °
(30 £ 2) °C, (60 = 5) % HR,
B3 <30 °C, 60 ¢ HR
7272 h %
(30 £ 2) °C, (60 + 5) % HR,
B4 482 1y <30 °C, 60/% ;724 <30 °C, 60 % HR, 24 h
-0
(30 + 2) °C, (60 + 5) % HR, e 0
B5 +24 - <30 °C, 60 % HR, 6 h
6 5 h
HR: Hurmidité relative.
NOTE 3| Les conditions d’absg \Iognt les deux phases de conditionngment: la
premiéerg phase (30 °C, 60 % e gngnvironnement non protégé.
NOTE 4 | Il convient que le [ca dessicant des CMS, réglettes a circuits intégrés gt autres
matériaulx, soit totalement séch¢ € age dans le sachet étanche a 'humidité et que le dessicant
soit totalement sec. ka raisn est que ymides et les dessicants dégradés dégagent de |lp vapeur
d’eau, pfovoquant ¢ & emballage supérieure a 10 %. Il convient que I'humiditg relative
dans 'emhballage avet\de i ndicateur d’humidité et la mesure de la teneur en hunfidité des
CMS, comme l'indique |8 .2
NOTE 5 oire séche au lieu d’un emballage avec dessicant n’est pas| autorisé
car on n{ ative tres faible dans une armoire séche
NOTE 6 de la méthode B doivent englober I'ensemble des conditions de ptockage
depuis I'g brasage. Il convient que ces conditions incluent la durée du stockage dans

le local,

stockagg

2)

Conditions

elatives aux CMS sous emballage sans dessicant
| a<condition d’absorption d’humidité doit étre sélectionnée dans le tableau 3, s

MS jusqu'a I'emballage avec dessicant, I'ouverture temporaire de I’emballpge et le

elon la

Imite autorisee pour le stockage reel (voir 6.1.2.7 ).

Tableau 3 — Conditions d’absorption d’humidité pour CMS
sous emballage sans dessicant

s Température Humidité relative Durée Limite autorisée
Conditions o .
C % h pour le stockage réel
C 85+ 2 85+5 168 + 24 <30 °C, 85 % HR
D 85+ 2 60 +5 168 + 24 <30 °C, 60 % HR
HR: Humidité relative.
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Method B

The condition of moisture soak conditioning shall be selected from table 2 in
accordance with the condition of the floor life detailed in the relevant specification
(see B.1.2.3).

i)

Table 2 — Moisture soak conditions for dry-packed SMDs (method B)

Total conditions from baking
Condition Moisture soak conditions to dry packing and temporary Condition of floor life
opening of the dry pack
(30 £ 2) °C, (60 £ 5) % RH,
B1 +24 <30 °C, 60 % RH, 24 h <30 °C, 60 % RH, 168 h
192 .° h
(30 + 2) °C, (60  5) % RH, \(
B2 124 <30 °C, 60 % RH, 24 h <30=XC, 608% RH, 72 h
96 5 h /\
(30 £ 2) °C, (60 + 5) % RH, \/
B +24 <30 °C, 60 % RH, 24 <30 °C, 80 %'RH, 48 h
725" h
(30 £ 2) °C, (60 £ 5) % RH,
B4 +24 <30 °C, 60 % RH, 2 <30)°C, 60 % RH, 24 h
48 5" h
(30 £ 2) °C, (60 £ 5) % RH,
B +24 <30 °C, 60 % RH, 6 h
e QN2

RH: Relptive humidity.

NOTE 3 | Moisture soak conditions from B1 to B4 consist of\th
the secopd-stage conditioning (floor life).

irst-stage conditioning (30 °C, 60 % RH, 24 h) and

NOTE 4 | Contents in the dry p, packing
into the i - ials and
degraded desiccants give d 10 %.
The relafive humidity in the d content
measurement of the Ds, 'a
NOTE 5| Storage o relative
humidity|cannot be obtding
NOTE 6 SMDs to
soldering ing them
into the

2)

ith the

Condition Tempoerature Relative humidity Duration time Permissible limit on
Cc % h actual storage
C 85+ 2 85+5 168 + 24 <30 °C, 85 % RH
D 85+2 60+5 168 + 24 <30 °C, 60 % RH

RH: Relative humidity.



https://iecnorm.com/api/?name=75d9bf90c682fe9fe830459f48872cbb

d) Chaleur de soudage

- 18 —

60749-20 © CEI:2002

Sauf indication contraire dans la spécification applicable, le composant doit étre soumis a
la chaleur de soudage dans les quatre heures qui suivent la fin de I'absorption d’humidité
ou de l'étuvage. La méthode et les conditions relatives a la chaleur de soudage doivent
étre sélectionnées aux points d)1) a d)3) du présent paragraphe selon la spécification
applicable. Quelle que soit la méthode d’essai employée, le nombre de cycles pour la
chaleur de soudage doit étre compris entre un et trois. Sauf précision contraire dans la
spécification applicable, on appliquera un cycle de chaleur de soudage. Si on sélectionne
plus d’un cycle, le composant doit étre refroidi jusqu'a une température inférieure a 50 °C

avant chacun des autres cycles.

NOTE 7 La spécification appropriée peut stipuler un temps de stockage supérieur a 4 h apres la fin de
I'absorption d'humidité ou de I'étuvage, si I'absorption d’humidité et le séchage qui interviennent pendant un

stockagsg

1)

NOTE 8
que la t¢
du brasa

NOTE 9
figure B.

convecti

on

) Préparation

i) Préchauffage

en salle de plus de 4 h n’affectent pas le composant.

Le composant doit étre placé sur le support.

Sauf indication contraire dans la spécificatior

Méthode de chauffage par brasage par fusion par convecti

infrar

<

N \Q T Gamme de températures
o emps ~
ndition de créte
s °C
N
\\ -A) 10 £ 1 235 4 240
I-B 101 220 a 225

ge

et de grandeal e,ient glte la condition I-B soit sélectionnée, éta

¢ grandeMaille;“a grande/capacité de chaleur, n’atteint pas 220 °C

ou par

pit étre
min a

ture de
hditions
fication

nt donné
au cours

lées a la

2) Méthode de chauffage par brasage par fusion en phase vapeur

i) Préparation

Le composant doit étre placé sur le support.

ii) Préchauffage

Sauf indication contraire dans la spécification applicable, le composant doit étre
préchauffé a une température comprise entre 100 °C et 160 °C pendant 1 min a
2 min dans I'appareil de brasage en phase vapeur.

iii) Chauffage de la soudure

La température du composant doit étre augmentée aprés le préchauffage. Lorsque
la température du composant a atteint 215 °C £+ 5 °C, elle doit étre maintenue
pendant 40 s + 4 s, comme indiqué au tableau 5 (se référer a B.3.2 ).
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d) Soldering heat

Unless otherwise detailed in the relevant specification, the specimen shall be subjected to
soldering heat within 4 h of finishing the moisture soak or baking. The method and
condition of soldering heat shall be selected from items d)1) to d)3) of this subclause
according to the relevant specification. Whichever method is chosen, the soldering heat
cycles shall be a minimum of one and a maximum of three. Unless otherwise detailed in

the relevant specification, one cycle of soldering heat shall be used.

If more than one

cycle is selected, the specimen shall be cooled down to below 50 °C before the second,
and subsequent, soldering heat.

NOTE 7

1)

NOTE 8

NOTE 9

givenin i

If the specimen is not affected by moisture soak and drying, which takes place during room storage of
over 4 h, a storage time exceeding 4 h following the completion of moisture soak or the baking may be detailed in
the relevant specification.

Method of heating by infra-red convection or convection reflow solderin

Preparation
The specimen shall be put on the holder.
Preheating

Unless otherwise specified in the relevant spegifica RE 'S i hall be

preheated at a temperature from 100 °C to 160
soldering apparatus.

Solder heating

temperature and then lowe \ ter € heating condition

Range of peak
temperature
°C

235 to 240
220 to 225

The specimen shall be put on the holder.

i)

Preheating

reflow

shall be raised to peak
ghall be

hnd large

e profile

Unless otherwise specified in the relevant specification, the specimen shall be
preheated at a temperature from 100 °C to 160 °C for 1 min to 2 min in the vapour-

phase soldering apparatus.
Solder heating

The temperature of the specimen shall be raised after preheating. When the
temperature of the specimen has reached 215 °C + 5 °C, it shall be maintained

for 40 s + 4 s as shown in table 5 (refer to B.3.2).
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Tableau 5 — Condition de chauffage du brasage en phase vapeur

Condition Tempoerature Temps
C s
I-A 215+ 5 40+ 4

3) Méthode de chauffage par brasage a la vague

i) Préparation

on ne doit pas appliquer de flux au ¢

NOTE 1Q Si du flux est appliqué, la vaporisation de solvant dans le flux pourrait &
tempérafure du composant. De ce fait, il convient que le flux ne soit pas appliqué
appliquéluniquement aux broches aussi modérément que possible.

NOTE 1 Lorsque les CMS ont une élévation (hauteur entre le bas du cefps d
inférieur¢ a 0,5 mm (sauf les CMS avec dissipateur a résistance thermique phs faibleet|dk
dépasse|2,0 mm), il convient de les soumettre a I’essai correspondant 31a~chaleurnde~soud
Les CM$ dont I'épaisseur du corps dépasse 3,0 mm sont soumis aux essals C®
soudage| de la condition I-B. Il convient d’'omettre le brasage 3

conditior]s I-A et I-B sont plus séveres que les conditions IlI-A et

i) Préchauffage
Sauf précision contraire dg

dans l'appareil de brasage.
ii) Chauffage de la soudure

Soudure fondue

/ en mouvement

IEC 1747/01

Figure 2a — Début de I'immersion Figure 2b — Fin de I'immersion

, le composant d
préchauffé a une températtwe cem *C 40 °C pendant 30 s

g support doivent étre immerge
indiqué a la figure 2. Les conditions

La surface inférieure du composant doit étre fixée au support par un adhésif défini

ication

on de la
ht et soit

broche)
du corps
ition I-A.
aleur de
car les

bit étre
ae60s

s dans

Direction

IEC 1748/01

Figure 2 — Chauffage par brasage a la vague
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3)

Table 5 — Heating condition for vapour-phase soldering

Condition Tempoerature Time
C s
I-A 215+ 5 40+ 4

Method of heating by wave-soldering

i) Preparation

The bottom surface of the specimen shall be fixed to the holder by an adhesive

duUllt DPCbif;Gd ill t:IU IU;Glelt prb;fibdtiUll. UII:CDD Ut:IGIVV. dctaiicu‘ |n the

relevant specification, flux shall not be applied to the specimen(and heldert.
NOTE 1Q If flux is applied, vaporization of solvent in the flux could affect the température (ri becimen.
Flux should not, therefore, be applied to the body of the specimen and should pins as
sparingly as possible.
NOTE 11 Where SMDs have a stand-off (height between the bottom of the &MD~hoy the lead
pin) of Iess than 0,5 mm (except lower thermal resistance SMDs with a hickness
exceeds|2,0 mm), they should be tested by soldering heat of condition A~ exceeds
3,0 mm gre tested by soldering heat by condition I-B. Wave-soldering o and IIkB should bg¢ omitted
because|conditions I-A and I-B are more severe than conditions Ill- G t e 3 (refer to B.3.3 ).

i) Preheating
Unless otherwise detailed , the specimen shall be

Specimen

preheated at a temperature
apparatus.

ii) Solder heating

Flowing molten
solder

IEC 1747/01

Figure 2a — Start of immersion Figure 2b — End of immersion

to 60 s in the sqgldering

flowing
bd from

: \\ Direction

IEC 1748/01

Figure 2 — Heating by wave-soldering
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Tableau 6 — Conditions d’immersion pour brasage a la vague

. Température de soudure Temps d’immersion Méthode réelle
Conditions o
C s de brasage
11-A 260 £ 5 5+1 Simple vague
111-B 260+ 5 10 £1 Double vague

iv) Nettoyage

Si le flux est appliqué, il devra étre retiré selon une méthode de nettoyage précisée

<l 1 Saifi i L kbl
udito Td oy uuIiiuvativilT ayyIiTvavic.

e) Reprise
Si |p reprise est précisée dans la spécification applicable, le compo stocké
dans des conditions atmosphériques normalisées pendant la ans la
spégification.

NOTE 13 Le fabricant de semiconducteurs ne dispose généralement pas_d'é a la vague.

Lorsque |le fabricant n’a pas accés a de tels équipements, il convient de nt aprés

accord e

f) Mesures finales

1)

2)

3)

Aacoustiq

Sauf indication
es déstratjfica

htre le fabricant et le client.

dé aprés I'essal. Il faut
gs et aux gonflements a

elon les prescriptions de la [spécifi-

ation applicable, les craquelures intefrnes et

graphie
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Table 6 — Immersion conditions for wave-soldering

Condition Temperatlire of solder Immersing time Actual soldering
C s method
I-A 2605 5+1 Single-wave
1-B 260+ 5 101 Double-wave
iv) Cleaning

If the flux is applied, it shall be removed by a cleaning method detailed in the

1 £ H 4.
reIcvalit oyt uimivdtiiult.

e) Regovery

If rgcovery is detailed in the relevant specification, the speci under
stapdard atmospheric conditions for the time given in the specifigati
NOTE 13 Wave-soldering is not commonly available to the semiconductor m tyren ufacturer
does nof have access to such equipment, the method should be specif een the
manufacfurer and the customer.
f) Fing@l measurements
1) Misual inspection, as specified in IEC 6074 : grmed after the test.
Special attention shall be paid to external gracks i vhich will be lodked for

under a magnification of 40x.

2) Electrical measurement

3) [nternal inspection by acoustic

internal cracks and

delamination in the's rdance

with annex A.

9
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Article
4
Matériau du support point ¢)
Position du composant sur le support point ¢)
Composition du flux point f)
Nombre de composants d’essai 5
Paramétre—e iteres—dedéfaitancepourtamestre-initiate PO a
Pré-conditionnement poih{'b)
éthode d’absorption d’humidité DOt C
Clonditions de séchage poiat b
Clonditions d’étuvage remplagant I'absorption d’humidité pait ¢)
eéthode d’absorption d’humidité pour les CMS sous & point c)1
ayec dessicant
Temps entre les phases d’absorption d’humidité point ¢)1)i)
point ¢)1)i)
point c)1)i)
point c)1)ii)
point c)2
s@ns dessicant
Temps entfe point d)
éthode et coX point d)
point d)
point d)1
point d)1
rechauffage pour brasage en phase vapeur point d)2
éthode de fixation au support (type d’adhésif) point d)3
Conditions de préchauffage pour brasage a la vague point d)3)
Méthode de nettoyage pour le flux point d)3)
Temps de reprise point e)

Parametre et critéres de défaillance pour les mesures finales

point f)
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6 Information to be given in the relevant specification

Clause
4
a) Material of holder item c)
b) Position of specimen on the holder item c)
c) Composition of flux item f)
d) Number of test specimens 5
e) Item and failure criteria for initial measurement item a)
f) Preronditioning itenmb)
g) Method of moisture soak )
h) Conditions of drying )
i) BaKing conditions instead of the moisture soak )
j) Mefthod of moisture soak for dry-packed SMDs 1)
k) Perjod between the stages of moisture soak conditionin item d))1)i)
) Cor
and item c)1)i)
m) So3 item d)1)i)
is i
n) Moi item c)1)ii)
drig
o) Moi item ¢)2)
p) Per item d)
gq) Method and conditipn i item d)
r) Number of cyefes ' item d)
s) Preheat condﬁ& item d)1)
reflow soldering
t) Heas item d)1)
refl
u) Pre item d)2)
v) AdHh item d)3)
w) Pre item d)3)
x) Clepning method.for flux item d)3)
y) Reqovery conditions item €)

z) Item and failure criteria for final measurement item f)
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Annexe A
(normative)

Méthode de controle par tomographie acoustique

A.1 Objet

Le contrdle par tomographie acoustique est prescrit a I'article 5 afin de contrdler I'intégrité
interne initiale du composant et les dégradations de lintégrité interne a la suite de

I'applicption de la chaleur de soudage.

A.2 Equipement

Disposi|tif de tomographie acoustique capable de fonctionne (image
plane) dans une plage de fréquences comprises entre 10 écision
de 0,5 mm2 ou plus en surface d’image plane.

A.3 Rrocédure de contréle

A.3.1 |Sélectionner la fréquence ulttasoniqde uti ve des
limitations imposées par les épaisseu i bement
utilisé, |la configuration du composant g ibilrte ransducteur, pour examiner les
interfages a contréler (affaiblissement

A.3.2 [Réaliser la calibrati recom-
mandéeg par le fabrica

A.3.3 [Etuver to e l'eau
au travers des ¢ BS pour
éliminer toute humid

A.3.4 [Placer dans l'appareil de tomographie acoustique. Sauf indication
contraife dafis la Seifica applicable, les cOtés, les faces supérieure et inférigure du
composan i N

A.3.5 [Saufpréc contraire dans la spécification applicable, la concentration du faisceau
ultrasophore, doit &ire gjustée sur les premiéres interfaces (par exemple la surface de |a puce
pour le|contrdle du cbté supérieur et la surface inférieure de 'embase pour le contréle du cbté
infériedr).vSi des dégradations de l'intégrité éloignées des premieres interfaces sont

détectées, la concentration du faisceau doit étre changée en conséquence.

A.3.6 Optimiser la réponse signal/bruit du systéme acoustique et des composants en cours

d’évalu

A.3.7

ation.

Effectuer le contréle pour tous les composants spécifiés a I'article 5.
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Annex A
(normative)

Methods of inspection by acoustic tomography

A.1 Object

Inspection by acoustic tomography is required by clause 5 in order to inspect the specimen's
initial internal integrity and internal integrity anomalies subsequent to solder heating.

A.2

An acolustic tomography unit capable of operating in the C-Sca
the 10 MHz to 75 MHz frequency range with an accuracy of 0

quipment

within
area of

plane image.

A.3 Rrocedure of inspection

A.3.1 [Select the highest usable ultra ) £ the limitations impgsed by
the media thicknesses and acoustic<chara im sonfiguration and transducer
availabijllity, to address the interfaces to ingps of the signal with depth).
A.3.2 |Complete transducer a in accordance with the
manufacturer's recommende

A.3.3 |Bake all speci xternal
cracks [for the period a

A.3.4 |Place the i 9 etailed
in the relevant spegj ) ¢ 6p and bottom of the specimen shall be inspecfed.
A.3.5 [Unlesg oth rasonic
beam ghall b st interfaces (for example the surface of the die for the top-
side ingpectiQ If any
integrity arnom hanged
accordingly.

A.3.6 [Optimize the signal-to-noise response of the acoustic system and units| under
evaluation-

A.3.7 Complete inspection for all specimens specified in clause 5.
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A.4 Critéres de défaillance

A.4.1 Sauf précision contraire dans la spécification applicable, les dégradations de I'intégrité
interne suivantes doivent étre considérées comme inacceptables.
a) La déstratification de toute zone sur la surface supérieure de la puce.

b) Des craquelures internes de résine qui croisent un fil de connexion, une soudure en boule
ou une soudure en coin.

c) Des craquelures internes de résine qui s’étendent a toute partie interne (par exemple de
I’embase au doigt de connexion).

d) Deg craquelures internes de résine qui s’étendent sur plus des deux de la-dfistance

entre une partie interne et I’extérieur du composant. Ces dégradatio ires de
I'integrité interne ne seront pas acceptées si la surface de la
désftratification ou de la fissure sont précisés dans la spécificatign ap
e) Ung large déstratification de toute partie interne qui crgiSe n, une
soudure a boule ou une soudure en coin.
f) Ung large déstratification ou une large craquelure int ification
élegtrique ou thermique.
NOTE 1| Si I'on suspecte des fissures internes de résine du Aype b f) ci-dessus (sur la bdse de la
tomographie acoustique), il est nécessaire d’effectuer des coupes (av, 6 rifier les
emplaceents suspectés.
NOTE 2 | Les dégradations de l'intégrité inte ‘éyiter des
défaillanfes telles que fissures externes, défailta posants.
D’autres| dégradations de l'intégrité susceptible ifices par

d’autres ssais de fiabilité, mentionnés en A.4.

A.4.2 |[Sauf précision contraire dan applicable, des dégradatiIns de
2) et f) précisées en A.4.1 peuvegnt étre

retenugs comme critérg

NOTE Certaines dégradationsVde Nntéghité- e_décrites dans ce paragraphe peuvent nécesditer une
évaluatign par d‘aut@ Hi i

A.5 Ipformations a c a spécification applicable
Paragraphe
a) Cotg 3 6 {_differe de la spécification A.3.4
b) Con _ aisceau ultrasonore si elle différe
de lla spé A.3.5
c) Surfaceet.emplacement de la déstratification point e) dg A.4.1
d) Surfacéret emplacement de la déstratification ou de la fissure point f) de|A.4.1

e) Dégradations supplémentaires de I'intégrité interne
a considérer comme inacceptables A.4.2
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A.4 Failure criteria

A.4.1 Unless otherwise detailed in the relevant specification, the following internal integrity
anomalies shall be unacceptable.

a) Delamination of any area on the top surface of the die.

b) Internal resin cracking that intersects a bond wire, ball bond, or wedge bond.

c) Internal resin cracking extended to any internal feature (for example, from die pad to lead
finger).

d) Internal resin cracking extending more than two-thirds of the distance from any internal
feafure to the outside of the specimen. These additional internal integfity nomaliis shall
be pnacceptable if the area and location of the delamination or cra in the
relgvant specification.

e) Wide delamination of any internal feature that intersects a bond\wire wedge
bond.
f) Wide delamination or wide internal crack that deg ¢ i or thermal

specification.

NOTE 1| If internal resin cracks of b), c), d) and f) above are susp ,|polished
cross-seftions must be made to verify the suspected sites.

NOTE 2 | Internal integrity anomalies in this subclause are sp external
cracks, ¢lectrical and thermal failures in the population pf t hat may
generatq reliability failures must be checked by other relia

A.4.2 bmalies
other than a), b), c), d), e) and f) detail ‘ .

NOTE $ome internal integrity 2 lity tests

such as the climatic test.

Subclause
a) Sid A.3.4
b) Fod A.3.5

item e) of A.4.1
item f) of A.4.1
A4.2

Are

)
)
c) Are
)
) Additi
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Annexe B
(informative)

Précisions et descriptions de la méthode d’essai sur la résistance

des CMS a boitier plastique a I'effet combiné de I’humidité
et de la chaleur de soudage

Description de I’absorption d’humidité

Directives concernant I’absorption d’humidité

né

I

La satyration est nécessaire dans les essais de chaleur de soudage afin de sim
stockage longue durée, d’'un an par exemple, qui a lieu lorsque les CMS sont sous emballage
avec dessicant ou placés en entrep6t. La vitesse de diffusion de la vapeur d’eau dans la
résine dépend uniquement de la température. Si I'on considére I'’épaisseur de la résine définie

a la figure B.2,

aprés

dité de
souder

résine.
car les
u de la

’humidité

érieure
h pour

re B.3,

ificative.
dsine A.

ller un

le temps mis par ’humidité pour arriver a saturation & 85 °C dépend de

I’épaisseur de la résine, comme l'illustre la figure B.3. Il semblerait que, pour un CMS normal
dont I’épaisseur de la résine est comprise entre 0,5 mm et 1,0 mm, un temps d’absorption
d'humidité de 168 h soit nécessaire.
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Annex B
(informative)

Details and descriptions of test method on resistance

of plastic-encapsulated SMDs to the combined effect
of moisture and soldering heat

B.1 Description of moisture soak

B.1.1 |Guidance for moisture soak

Methoq A and method B of moisture soak of item c) of clause 5 are intend€d to _ble used

for dry{packed SMDs, whereas conditions C and D in table 3 are d e

dry-pagked SMDs which have been stored under room conditions:

ith non-

Where [package cracking is generated by soldering heat af, jsture sQak of condlition C

or D, itlis recommended that devices be dry-packed or s

If the gracking is generated by solder heating after th¢ moisture~sgak of method
method ¢

B.1.2 |Considerations on which the

B.1.2.1

moistufte content of the resjn neg
emanafes from near the.die\pad o
85 °C, B5 % relative h if

from thie bottom
168 h dre neede

Moistufe soak ch@g
speed |which 4 e idered significant. Figure B.1 and figures B.4
represgnt maisture ) eristics of resin A.

Saturafio
example, one vhich occurs when SMDs are dry-packed or warehoused. The d
speed pf water
defined in \figure B2, saturating moisture time at 85 °C depends on the resin th
as shoywn.in figure B.3. It would appear that, for a normal SMD whose resin thick

A and
PCBs.

Idering
50ak at
ckness
at over

re soak
to B.8

oldering heat tests in order to simulate long-time storage| of, for

iffusion

p into resin depends only on temperature. Given the resin thickness as

ckness
hess is

from 0,5 mm to 1,0 mm, 168 h of moisture soak time are required.
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La teneur en humidité de la résine a saturation dépend de la température et de I’humidité
relative, comme lillustre la figure B.4. L’humidité relative nécessaire pour l'absorption
d'humidité peut étre déterminée a partir de la figure B.4 (de fagon, par exemple, a faire
correspondre la teneur en humidité a 85 °C avec la teneur en humidité a 30 °C, la
température de stockage réelle). Les conditions de I'absorption d'humidité pour les essais de
chaleur de soudage dérivent de la figure B.4, comme l'indique le tableau B.1.

La figure B.5 illustre la teneur en humidité de la résine a la premiére interface (surface
supérieure de la puce ou surface inférieure de I'embase) dans les conditions d'absorption
d'humidité et les conditions réelles de stockage.

NOTE

U
8 /168h
“e
ol
35 6 | 72
€ E
2
5E 4f )
= 0
3w
2w
Sg 2} 24'h
0 8h

1 |F\ 1
NP IV
.‘\—ISurfa\siarrk\}i\CMS\ | ase |—/

arriete du CMS mm

IEC 1749/01

Figure B.1 - Pre humidité a 85 °C, 85 % HR

Pastille

Embase IEC 1750/01

ansouxb»: la

supérieufe.desla puce ou la surface inférieure de I’'embase est définie comme la premiere interface.

lus grande des deux épaisseurs est définie comme I'épaisseur de la résine; |4

Figure B.2 — Définition de I’épaisseur de la résine et de la premiére interface

surface
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The saturated moisture content of resin depends on temperature and relative humidity as
shown in figure B.4. The relative humidity required for moisture soak can be determined from
figure B.4 (for example, so that the content of moisture at 85 °C can be made to correspond
with the content of moisture at 30 °C, the actual storage temperature). Conditions of moisture
soak for soldering heat tests are derived from figure B.4 as shown in table B.1.

Figure B.5 shows the moisture content in resin at the first interface (top surface of die or
bottom surface of die pad) under conditions of moisture soak and real storage conditions.

10
o 8 h
= 6 } 72
8§
S S
8 € 4L 4
2 c
=5 2+ 24
0 1 I
0 0,2 0,4
N\
‘\—IBaWﬁaceWDx
c
Figure B.1 -

IEC 1750/01

NOTE ‘’fa” or "0 ( the thickerof the two is defined as the resin thickness and the top surface of the die or the
bottom sprface of'the die pad is defined as the first interface.

Figure B.2 — Definition of resin thickness and the first interface
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400
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>0
2.0 200 -
SE
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Sw <
S.o R 100 -
w0 9—)
gﬂ g 0 T T
28 % 0 05 1

Epaisseur de la résine  mm

Figure B.3 — Temps d'absorption d'humidité jusq
en fonction de I’épaisseur de lar

Conditions
de stockage

a30°C

\
100 % HR
50 % HR
30 % HR

1 : 1 1 1 hd

20 40 60 80 100
Température °C

IEC 1752/01

Figure B.4 — Teneur en humidité a saturation de la résine en fonction de la température

Tableau B.1 — Comparaison entre les conditions réelles de stockage et les conditions
d’absorption d’humidité équivalentes avant la chaleur de soudage

Humidité relative pour

Conditions Conditions réelles de stockage I’absorption d’humidité a 85 °C
%
A1 30 °C max., 30 % HR max. 305
30 °C max., 85 % HR max. 85+5

30 °C max., 60 % HR max. 605
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400

h

300 -]

Resin A
200 -

100 -

1
0 0,5 1
Resin thickness mm

Time for moisture content of resin
at the [first interface to reach 95 %

Figure B.3 — Moisture soak time to satura
as a function of resin thickn

Storage
conditions
at 30 °C

\

S

50 % RH
30 % RH
1 hd 1 1 1 -
20 40 60 80 100
Temperature °C
IEC 1752/01

100 % RH

Figure B.4 — Temperature dependence of saturated moisture content of resin

Table B.1 — Comparison of actual storage conditions
and equivalent moisture soak conditions before soldering heat

Relative humidity for moisture

Condition Actual conditions of storage soak at 85 °C
%
A1 30 °C max., 30 % RH max. 305
30 °C max., 85 % RH max. 85+5

30 °C max., 60 % RH max.

605
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85 °C, 85 % HR, 168 h

©

30°C,85%HR, 1an
X 4

6 85°C,60%HR, 168 h

§ 30 °C, 60 % HR, 1an

Teneur en hunyidité de la résine a la premiére
interface apres| absorption d’humidité mg/cm3

»85 °C, 30 % HR, 168 h

avec dessicant)
0 1

0 0,5
Epaisseur de la résine

Figure B.5 — Variation de la teneur en humidit

B.1.2.2 Conditionnement pour absorpti

La mét

séche pendant une longuenduré

un an,| et ou I'emballage ©
quelconque de foig, p

précisg une HR

La figu
nemen
de 30
I'embal

aprés l'ouverture de I'emballage avec dessicant m
puve dans une condition défavorable de 30 % HR.

B —
S
30 °C, 30 % HR, 1 an (condition de stockage en emballag<\ s

sur des
armoire
endant
hombre
umidité

ndition-
brotégé
eEme si
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B.1.2.2

Methoag
are sto

of time

Figure

B.6 sho a
completely repre

though

10
85 °C, 85 % RH, 168 h
o« 30 °C, 85 % RH, 1 year
3 8t .
& 4
2
£
Bt ¢l 85°C,60%RH, 168h .
=5 § 30 °C, 60 % RH, 1 year
(0]
£ E
gg
B g i 3
S @
- QO °
§§ »85 C, 30 % RH, 168 h
© % 2t -
3E 3
.g 3 30 °C, 30 % RH, 1 year (storage condition in dry pack)
=%
0 L
0 05 X\

Figure B.5 — Depe

A of moisture soak
red in a dry pack q

the dry pack

on resin thickness under 0

Resin thickness mm

ndence of moisture conten

t SMDs
30 °C,
humber
RH.

ing A2
k even
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10 T T

8 |- _
o™ 30 °C, 70 % HR, 168 h aprés absorption
= g d’humidité de 85 °C, 30 % HR, saturation
SRS (condition A1 + condition A2)
o € 6| -
(O 0]
T O
poppc
-E % 30 °C, 70 % HR, 168 h aprés
So 4r / ouverture de 'emballage
P avec dessicant
o g 85 °C, 30 % HR, niveau de
3 & ¢ saturation N\
S8 2E_ """ """ """ """ =—== >
(0]
- © \ \/

30 °C, 30 % HR, 1 an (condition de I‘emballm \>
0 1
~N\ %

0 0,5 1, 1
Epaisseur de la résine

C 1754/01

la premiére interface,

enf absorption d’humidité

B.1.2.3

La mé i M Wneée point c)1)ii) de 5 est fondée dur des
B8 matériaux ont été complétement| étuvés

immédiatement avant Jre emballage ayec dessicant et ou le volume du dgssicant

séché pjouté au e g ~ sureN\l’absorption de I'humidité diffusée a trajers le

sachet envelopp@

a) luti { I'alerte
temps
ulation,

sque la

Dans les CMS dont I’épaisseur entre I'interface et I'extérieur du boitier est supérieure a 1 mm,
les conditions B1 a B5 ne sont pas plus sévéres que 30 °C, 10 % HR, pour un an de stockage.
Par conséquent, si I'on considére qu'une condition de saturation de 10 % HR a l'interface a
un effet significatif sur la résistance a la soudure par refusion, les CMS épais évalués avec
les conditions de la méthode B doivent étre stockés dans des conditions inférieures a
10 % HR.

La figure B.8 donne un exemple montrant comment la teneur en humidité calculée de
I'interface des produits soumis aux essais de la condition B peut ne pas reproduire de fagon
adéquate la teneur en humidité de l'interface calculée pour les environnements les plus
utilisés dont la teneur en humidité est supérieure a 10 %.
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10 T T
8 |- 4
30 °C, 70 % RH, 168 h after moisture
soak of 85 °C, 30 % RH, saturation
B 6 (condition A1 + condition A2)
c £ = -
w9
SIS
= IS
9 30 °C, 70 % RH, 168 h after
28 47r / opening the dry pack
82
o = 85 °C, 30 % RH, saturation
22 | e o\
0o o VA i ——
= £ \ \/
30 °C, 30 % RH, 1 year (condition of the dry{éb&)\
0 . i)
) 5

0 0,5
Resin thickness

1

1754/01

B.1.2.3 — Method

Method % lause 5 is based on conditions] where

SMDs, eibeen sgmpletely baked immediately befpre dry

packing ‘ ption of

moistu K

a) use closure
bag

b) det posure
tim hay be
temlporarily op

Figure storage

at elevated to BS

demonstrate potential\correlation problems for thick SMDs where the moisture contenf of the

storagg environmentis greater than 10 %.

In SMDs with interface to package exterior thickness greater than 1 mm, conditions B1 to B5

are no more severe than 30 °C, 10 % RH, for one-year storage. Therefore, if a 10 % RH

saturation condition at the interface is deemed to have a significant effect on the

reflow

performance, thick SMDs assessed with method B conditions shall be stored in conditions

lower than 10 % RH.

Figure B.8 provides an example of how the calculated interface moisture content of condition
B-tested products may not adequately replicate the calculated interface moisture content for

the most used environments at greater than 10 % moisture content.
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